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La invención se refiere a un dispositivo que 

comprende un pick-up de material semiconductor para con­

vertir vibraciones de presión, en oscilaciones eléctricas. 

¡La misma tiene por objeto proveer un dispositivo que com­

prende un pick-up estereofónico destacado, manteniendo 

¡una alta sensibilidad de cada uno de los canales por 

¡pequeñas diferencias entre las sensibilidades de estos 

'canales. La-última propiedad garantiza una reproducción 

segura de la imagen sonora.

Es conocido que la corriente que pasa a través de 

un transistor depende no solamente de la presión mecánica 

a la que es expuesto este transistor, sino también de la 

temperatura. Si el transistor es expuesto a variaciones 

de presión correspondientes a las de las oscilaciones so­

noras, pasará una corriente alterna a través del transis­

tor, dependiente del ajuste de corriente continua del 

transistor. Dado que esta corriente continua depende no . 

solamente del pre-esfuerzo mecánico sino también de la 

temperatura ambiente, es necesario estabilizar esta co­

rriente continua.

Es conocido estabilizar el ajuste de corriente 

continua de los transistores por medio da una realimenta­

ción de corriente continua. Si esta medida se aplica a 

los dos transistores sensibles a la presión de un pick-up 

estereofónico, subsiste el peligro de una discrepancia 

en el ajuste de corriente continua da cada uno de los dos

¡transistores sensibles a la presión, lo que podría pro-
!
¡ducir un desplazamiento molesto en la imagen sonora. Si 

!los das transistores son conectados en cadena, siendo la 

salida del segundo transistor negativamente realimentada34167
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para corriente continua a la entrada del primer transistor 

puede producicse aún una diferencia indeseable entre los 

ajustes de corriente continua y por lo tanto una diferen­

cia indeseable entre las sensibilidades a la presión de 

5 los dos transistores, dado que un aumento indeseable del 

ajuste de corriente continua de un transistor debido a 

la realimentación de corriente continua negativa produ­

cirá una disminuación del ajuste de corriente continua 

del otro transistor. Esto produce falta de equilibrio de 

10 los dos canales. *"

La invención se caracteriza porque el pick-up 

para manipular señales esterofónicas comprende dos tran­

sistores sensibles a la presión cuyos caminos emisor-co­

lector son atravesados en serie por la corriente de ali- 

1'5 mentación.

La invención se basa en el reconocimiento del 

hecho que la conexión serie de corriente continua de los 

dos transistores asegura que la sensibilidad de la pre­

sión de los dos transistores sea mantenida exadtamente 

20 al mismo valor mediante una elección adecuada del pre­

esfuerzo mecánico. Oe esta manera se elimina la falta de 

equilibrio entre los dos canales estéreos.

La invención será descripta con referencia al.

dibujo.

25 La figura 1 muestra una realización de la in­

vención.

La figura 2 muestra otra realización de la in­

vención.

La figura 3 muestra aún otra realización de la 

30 invención.

34167
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La figura 4 muestra una realización especial de 

un transistor sensible a la presión para ser usado en 

una de las realizaciones antes mencionadas.

La figura 4A as una vista en planta esquemática 

5 ¡y la figura 4B una vista esquemática en corto tomada so­

bre la línea R-B en la figura 4A.

Refiriéndose a la figura 1, las referencias T̂. 

y Tp designan dos transistores sensibles a la presión; 

un transistor es expuesto a variaciones de presión corres-

10 pondientes a una señal estereofónica y el otro transistor 

es expuesto a las variaciones de presión correspondientes 

a la señal estereofónica del otro canal. El colector del 

primer transistor está directamente conectado al emi­

sor del segundo transistor mientras que la juntura 

15 está conectada a masa a través de un capacitor grande C^. 

Este capacitor que forma un cortocircuito para las 

frecuencias de señal, proporciona una separación de co­

rriente alterna satisfactoria entre los dos canales es- 

tereofónicos. En paralelo con la juntura base-emisor de

20

25

30

los dos transistores sensibles a la presión está conectada 

una combinación serie de un reistor R^ y un capacitor de 

desacoplamiento C^, estando este último conetado al elec- 

' trodo de emisor y estando el resistor R^ conectado al 

'electrodo de base de los transistores correspondientes.

Entre la salida de transistor y la entrada del transis- 

; tor está conectado un resistor R^, que compensa las va- 

¡riaciones de la corriente continua que pasa a través de 

los transistores y así los estabiliza. Las señales de sa- 

i lida son derivadas de dos resistores, R^ del circuito 

; emisor del transistor T^y R^ del circuito colector del

t

i
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transistor T^. Estos resistores son elegidos del mismo 

valor.

Los transistores y de la figura 1 pueden ; 

ser construidos como se muestra en la figura 4. El' tran- ¡

5 sistor planar mostrado en esta figura comprende un cuerpo ¡ t,,*

semiconductor 1 de tipo n, de por ejemplo aproximadamente ¡ .t*

600 x 600 micrones, que está provisto sobre un lado con ; **.

una capa aislante 4, por ejemplo una capa de sílice de 

0,5 micrones. Sobre el lado de la capa aislante 4, por 

10 debajo de la misma, están dispuestas la zona de base 2 

de tipo p, por ejemplo de 400 x 300 micrones, y la zona 

emisora 3 de tipo n de por ejemplo 200 x 100 micrones. La 

zona de colector está formada por el material semiconduc­

tor que rodea a la zona de base 2, material que pertenece .

15 al cuerpo 1 del tipo n. La capa aislante 4 está provista

con dos conductores 5 y 6 para establecer conexiones con­

ductoras a la zona de baso 2 y a la zona emisora 3, para 

cuyo fin se proveen ventanas en la capa aislante como se 

muestra en la figura 48. El cuerpo semiconductor 1 de tipo 

20 n puede ser asegurado a un soporte metálico 7 por técnicas 

de semiconductores conocidas, soporte que sirve al mismo 

tiempo como un electro de colector. Por medio de la púa 

de diamante D, las vibraciones de presión son suministra­

das al transistor. Esta póa ejerce presión sobre la parte 

25 de la capa aislante 4 ubicada directamente encima de la 

zona emisora 3.

La relación entre el radio del área do contacto 

de la nóa de diamante D y el area emisora y el espesor de 

las zonas de emisor y de base, determinan el tipo de dis- 

*̂0 posición en que la sensibilidad a la presión del transistor341673
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es máxima,

Si se usa un transistor impulsado por una púa 

de diamante, siendo dicha relación^ 1, la sensibilidad 

a la presión de este transistor es máxima, cuando las 

5 variaciones de corriente alterna en la base son suprimi­

das, Para este fin la figura 1 muestra un resistor y 

un capacitor 0^, siendo el resistor un múltiplo de la 

resistencia interna de la entrada de base del transistor 

correspondiente, mientras que ol capacitor forma una 

10 impedancia despreciable para la frecuencia de señal.

Si, por el contrario, se usa un transistor que

es impulsado por una púa de diamante con una relación^ 1,

la sensibilidad a las variaciones de presión resulta ser

máxima cuando el transistor es impulsado a una tensión

15 base emisor V. substancialmente constante. Esto puede 
be

ser obtenido eligiendo los resistores y R ^  de modo 

que sean iguales a cero.

La figura 2 muestra otra realización de la inven­

ción, en que se usan dos transistores sensibles a la pre- 

20 sión de tipo, de conductividad diferente y que tienen la 

misma sensibilidad a la presión, estando los dos colectores 

de los transistores T̂, y directamente conectados entre 

sí y la juntura está conectada a un punto de potencial 

constante a través de un capacitor de desacoplamiBnto 

25 En paralelo con los caminos base-emisor de los dos transis­

tores y Tg está* nuevamente conectada la combinación se­

rie del capacitor de desacoplamiento y el resistor R^,

estando conectado un extremo del último a la base del 

transistor correspondiente. Los dos transistores sensibles 

30 a la presión son realimentados negativamente para corriente
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continua adicionalmente, por medio de resistores iguales

R . Las señales de salida de los dos transistores son de- c
rivadas desde los dos resistores R en los respectivos cir­

cuitos de emisor. El funcionamiento de esta disposición es 

5 similar al de la figura 1.

La realización mostrada en la figura 3 comprende 

dos transistores de tipo de conductividad opuesto y de 

iguales sensibilidades a la presión. Los emisores, sin 

embargo, están conectados entre sí a través de resistores 

10 R-, que son nuevamente de valores iguales. La unión de

los dos resistores R̂. (R^ y R^), asta conectada a un 

punto de potencial constante a través de un capacitor

desacoplador grande C Entre los electrodos de emisor
o

de base de los dos transistores están conectadas nuava- 

15 mente las combinaciones serie de los resistores R^ y

de la manera descripta para las disposiciones precedentes'.. 

Las dos señales de salida son derivadas de los emisores 

de los dos transistores y T^.

Los resistores R̂. son altos con respecto a las 

20 resistencias base-emisor de los dos transistores y

De esta manera se obtiene una realimentación negativa sa­

tisfactoria de corriente continua para cada uno de estos 

transistores, permaneciendo suficientemente alto el nivel ; 

de impedancia dBl que son derivadas las señales de salida',, 

25 En lo demás esta realización es análoga a las realizacio­

nes precedentes.

La presente solicitud, que corresponde a la pre­

sentada en Holanda el 14 de Junio de 1.966, bajo el nú­

mero 66-08194, se acoge a los beneficios del artículo 51 

30 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial-.

341673
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M O T A

Los puntos de invención propia y nueva, que se 

presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa­

tente de Invención en España, por VEINTE años, son loe 

5 siguientes:

IV- Dispositivo que comprende un pick-up de 

material semiconductor para convertir vibraciones de 

presión en oscilaciones eléctricas caracterizado porque 

el explorador de surcos comprende para manipular señales

10 estereofónicas dos transistores sensibles a la presión 

cuyos caminos emisor-colector son atravesados en serie 

por la corriente de alimentación.

2. - Dispositivo que comprende un pick-up de 

acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque

15 en paralelo con el camino emisor-base de cada uno de 

los transistores está conectado un capacitor.-

3. - Dispositivo que comprende un pick-up de 

acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque 

en paralelo con el camino emisor-base de cada uno de

20 los transistores está conectada la combinación serie de 

un resistor y un capacitor, estando el resistor conecta­

do a la base.

4. - Dispositivo que comprende un pick-up de 

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,

25 caracterizado porque un punta de la conexión directa de 

los dos transistores está conectado a través de un capaci, 

tor a un punto de potencial constante.

5. - Dispositivo que comprende un pick-up de 

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,

30 caracterizado porque los dos transistores sensibles a la34167
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presión son del mismo tipo de conductividad.

6. - Dispositivo que comprende un pick-up de 

acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque es 

provista una realimentación negativa de corriente conti- j

g nua desde la salida del segundo transistor a la entrada 

del primer transistor. ;

7. - Disoositivo que comprende un pick-up de 

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en ¡ 

que los dos transistores sensibles a la presión son de ¡

10 tipos de conductividad diferentes, caracterizado porque 

cada uno de los transistores tiene su propia realimenta­

ción negativa de corriente continua.

0.- Dispositivo que comprende un pick-up de 

acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque los 

15 dos emisores de los dos transistores están conecftados en­

tre sí a través de resistores, cuya unión está conectada 

a través del capacitor mencionado en la cláusula 4 a un 

punto de potencial constante.

9.- Dispositivo que comprende un pick-up de 

20 material semiconductor para convertir vibraciones de pre­

sión en oscilaciones eléctricas.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an­

tecede, representado en los dibujos que se acompañan 

y con los fines que se han especificado.
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¡ Esta Memoria consta de diez

¡máquina por una sola cara.

' ' Madrid,

hojas escritas

'-S.NÜ1M9

a

P o A *

i

B PD/.
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